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OEM: Valvo Transistor BC146 Datasheet

BC 146

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR

in Subminiatur = Kunststoffgehiiuse

Mechanische Daten:

Gehiiuse: KEunstatoff, S0T-42
MaBangaben in mm,.
Liituang :

Littemperatur max., 250" *
bei einer Litdauwer wvon :!
maxX. 3 8 und einem Abstand %_ﬂ_ e
der Litstellen vom Gehliuse o
von min., 1,5 mm. E f g
Die EehHuaetenper&tgr ‘ 5
darf beim Liten 125 C -.mu“1'|l,a .-_min_lz_-l o
nicht fibersteigen. E
BC 146 BC 146 BC 146
HKurzdaten: rot gelhb griin
Kollektor-Sperrspannung ”EB g = max. 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannoung Upgp o = max. 20 v
Kollektorstrom Ic = MAX. 60 mA
Gesamtverlustleistung bei &E = 45°¢C Ptnt = MAX. 50 mi
Sperrschichttemperatur &J = MAX. 125 ¢
Gleichstromverstiirlung
bei Upp = 0,6 V, I, = 0,2 mA B - 115 220 380
Transit=Frequenz - !
bei UCE =5 Y, IE = 2 mA fT = 150 MHz
Rauschzahl
bei UGE =0V, IB = 0,2 mA,
f = 30...15000 Hz F = 2 1,5 2 dB
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis HJ '.x]

Kollektor=Sperrspannung bei IE = O
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 03
Emitter-Sperrspannung bei IE = 03
Kollektorstrom:

Gesamtverlustleistung:
Sperrschichtiemperatur: .
Lagerungstemperatur:

WErmewiderstand:

WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:

EEB 0 = mAX. 20 VW
UCE 0" MK a0 v
EEB p = max. 4
IG = max. 50 mA
Ptut = mAX. 50 mW
8, = max. 125 ¢
&5 = min. =55 °c
8 = max, 195 °Cr
R £ 1,6 d /e
thy = "0 ETU/E

Piot max

(mw)

40 <
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Kennwerte: (bei 8 = 25°c) BC 146 BC 146 BC 148
rot gelb griin

Gleichstromverstiirkang

bei UEE = 0,6 V, 1C = 0,2 mAs B = 115 220 380
(80=200)(140=350) (280=550)

bei Upp = 1V, I, = 2 mA: B 2 100 140 280
Basisspannung - ‘

bei UCE = 0,6 V, IC = 0,2 mA: UBE = GT0 mV

bei UCE = 1V, IE = 2 mA: UBE = 630 mV
Kollektor-Emitter-Restspannung 1}

bei IC = 2 mAs UCE sat 180 mV
Transit=-Frequenz

bei UEE =5 V, IC = 2 mAs IT = 150 MHz
Kollektorkapazitlit

bei Upp = 5 ¥V, I, =0, £ = 1 Miz: c, - 4 pF

Vierpol-Koeffizienten

bei Upp = 0,5V, Ip = 0,2 mA, £ =1 Kizr hy, = 20 30 45 kQ
sy = 18 25 10.10~"
hEiﬂ = 130 230 380
B, 15 20 35 S
Rauschzahl
bei Ugp = 5V, 1o = 0,2 mA, R_ = 2 k2,
f = 30...15000 Hz: F - 2 1,5(54) 2anm

1 - , .
) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

1C = 2,2 mA, UCE =1V geht
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